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PbS 系 IV-VI 族半導体は、オージェ非発光再結合確率が小さく、波長 2.5～4μm の中赤外領域

のレーザとして期待できる。中赤外の波長域には分子の基本振動に起因する様々な気体の吸収帯

があり、シングルモードチューナブルレーザは、希薄気体の検出・分析用光源としての応用があ

る。本研究では、低閾値で CW動作するチューナブルレーザへの応用をめざして、PbS系ショート

キャビティレーザをシリコン基板上へ作製したので、その特性について報告する。PbS 等の鉛塩

IV-VI族半導体は Siの約 3倍の熱膨張係数を持ち、格子定数も PbSでは 9%、PbTeでは 19%と大き

く異なる。しかし、Si(111)基板上へ薄膜を作

製することにより、熱膨張係数差によるクラ

ックの発生も抑えられ、高品質な薄膜を得る

ことができる。また、Siの熱伝導率は PbSの

約 50 倍と高く放熱の良いデバイス作製が期

待できる。Fig.1 は作製した PbSrS/PbS ダブ

ルへテロレーザ構造を示す。キャビティ長を

短くすることによりレーザのシングルモード

動作が期待できるとともに、活性層体積の低

減により低閾値化も期待できる。レーザのシ

ョートキャビティ化には端面の高反射率化が

必要であり、半導体/空気層の多層構造ミラー

により、高反射率を実現した。Fig.2 にパル

ス光励起によるレーザの発光スペクトルを示

す。室温までのレーザのパルス動作が得られ

た。また、ショートキャビティ化により高い

量子効率での発光が得られたので、それにつ

いても報告予定である。 
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Fig.1 PbSrS/PbS short-cavity laser structure on 

Si substrate. 

Fig.2 Emission spectra of PbSrS/PbS 

short-cavity laser at various temperature.  
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